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我々はマイクロ構造体を、それらの常磁性・反磁性などの磁気的性質を利用し、外部磁場を印

加することによって、自発的に規則配列させる、新しい遠隔微細構造組立技術の開発を進めてい

る。これまでに、直径 1〜2.8 µmの常磁性球を、反磁性のフォトレジストパターンに 2次元[1]お

よび 3 次元的[2]に配列させ、UV 光を照射し球とパターンを融着することにより、構造を半永久

的に保存する方法を確立している。本研究では 2 次元パターンの大きさ・形状による、常磁性球
間のギャップ間距離と配置制御について報告する。また、反磁性フォトレジストパターンに常磁

性球と反磁性球を 3次元的に配置する方法を検討した。 

一辺 5.6〜9.2 µm の三角凹パターンを設けた反磁性のフォトレジスト層上を、φ2.8 µm の常磁

性球を分散した磁性流体で覆い、10 mTの外部磁場を表面の法線方向に印加すると、図 1 に示す

ようにパターンに対称に配列した。星印を付けた球は球同士の反発力が、凹パターンと球との吸

引力より上回ったため、凹パターンの底部まで達しておらず、パターンの縁に留まっている。辺

長が長くなるにつれ、球間距離は〜500 nmから〜2 µmまで伸長し、更に辺長が長くなると配列構

造に新たに球が加わって、球間距離は〜500 nmまで戻った。パターン形状や大きさを変えること

により、ギャップ長と対称構造の制御が可能であることが分かった[3]。 

多種の単位構造を組み合わせて構造体を作製する場合、単位構造を組み立てる順序によって、

外部磁場を印加した際に構造体に生じる磁気モーメントの分布が変わるため、最終的に得られる

構造が異なると予想される。そこで、高さ 10 µmの反磁性凸パターンに、φ10 µmの反磁性球、
φ2.8 µmの常磁性球を逐次、および同時にアセンブリした場合に得られる構造を比較した。同時

にアセンブリした場合に、凸パターン頂上に反磁性球、側壁に常磁性球が配列した複雑な構造を

得られた。 
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